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【はじめに】 前回、我々は薄膜 Si系太陽電池の性能向上を目的とした、基板表面 RMSラフネスを低減した光閉じ込め基板の新規開発を行った。又、表
面 RMS ラフネス 25nm の新規構造基板を微結晶シリコン（µc-Si）薄膜太陽電池へ適用し、変換効率 5.0%を実現した [1]。本研究では、更なる表面ラフ
ネスを低減した新規構造基板の作製、並びに太陽電池性能への影響を評価した。 
【実験】光閉じ込め効果を得るため、ガラス基板上にウエットエッチング剤(フロステック社製)を用いてテクスチ
ャ構造を作製した。更に基板最表面にゾルゲル法による ZnO:Al薄膜を堆積させることで基板最表面の平坦化を図り、
RMSラフネス 57nm～19nm程度の新規構造基板を作製した。 
【結果】表面 RMSラフネス 25nmの新規構造基板におけるヘーズ率は約 10%であった。これらの新規構造基板を用
い、容量結合型VHF-PECVD法により製膜速度約 6nm/secの高速製膜µc-Si薄膜を光活性層に用いた n-i-p単接合µc-Si
薄膜太陽電池を作製し、発電特性評価、収集効率測定を行った。V-I特性を Fig.１に示す。RMSラフネスを 19nmま
で低減することにより、短絡電流密度 JSCは 1.32 倍程度(15.2→20.2 mA/cm2)、変換効率は 4.20 から 5.87%まで上昇
した。収集効率においても、RMSラフネスの減少に伴い、波長 500～800 nmの領域での特性改善が確認された。さ
らに高速製膜 µc-Si 薄膜の欠陥密度評価において、表面ラフネスの低減に伴う欠陥密度の低下が確認された。新規
構造基板を用いることにより Si結晶粒界形成が抑制され、光電変換層の欠陥密度が低減しているものと考えられる。 
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Fig.1 Illustrated I-V Characteristic 
 of µc-Si Thin film Solar Cells. 
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